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位置でのサンプルには SiC薄膜は堆積していないことがわかる。
次に、成膜された薄膜の硬度をナノインデンターで測定した。その硬度測定結果を図.5に
示す。この図において、 Z=l30mmのサンフ。ルの硬度が一番高い。この結果は、他の結果と
も一致している。しかし、一般的な SiCの硬度に比べると小さい。これは、 SEM画像の結果
から、今回成膜された薄膜は多孔質構造をしているためと考えられる。
今後は、パルスイオンビームの電流密度やアプレーションプラズマの密度の測定や薄膜生
成に対して装置ノミラメーターの最適化を行ってし、く必要がある。
(3）プロジェクト成果
本年度は特許・企業・技術移転に直接結び、つく技術開発には至らなかったが、これまでの
研究成果であるパルス重イオンビーム発生技術と、パルス電力技術を利用した両極性パルス
加速器技術を組み合わせることで、新しい高純度ノミルス重イオンビーム発生技術開発のメド
がたった。また、プラズマフォーカス装置を用いた炭素系薄膜の生成に成功した。今後、ビ
ーム純度の測定、ビームの均一性などのイオンビームの性能を向上させ、半導体へのイオン
注入・活性化効果、金属や薄膜材料への超高速熱サイクルによる表面改質などのビーム照射
効果を実証することができれば、本プロジェクトで開発された大電流パルスイオンビーム発生
技術は技術移転や企業化に結びつく可能性がある。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想
本研究の目的である高強度ノミルス重イオンビームのよる薄膜生成・表面処理技術の実用化
に向けて今年度は新しいパルスイオンビーム発生技術の実証に成功した。今後、イオンビーム
の性能向上ために装置改良を行い、高強度パルス重イオンビーム発生技術が確立されれば、金属
や薄膜材料への超高速熱サイクルによる表面改質技術の実証実験を行うことができ、さらに
は次世代型炭化ケイ素デ、パイス実現に向けて新しいイオン注入技術であるパルスイオン注入法の
基礎的研究を行うことができる。
(5）利用施設
なし
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